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RESUMO

Através do leildo ANEEL 004/2008, a interligacdo Tucurui-Macapa-Manaus foi dividida em trés lotes, cabendo ao
Consorcio Manaus Transmissora de Energia (MTE) a implantacao do lote C, formado pelas linhas Oriximina-Silves-
Lechuga 500kV e pelas subestacdes Silves e Lechuga. Para atendimento aos critérios de planejamento e
procedimentos de rede, esta prevista a instalacédo, dentre outros equipamentos, de um compensador estatico (-200
a +300Mvar 500kV) na subestagdo de Silves. Este trabalho descreve os testes em simulador em tempo real
(RTDS™) realizados nos laboratérios do Fabricante para avaliagdo do desempenho deste compensador,
integrantes da primeira etapa realizada, apresentando os principais resultados, conclusdes e recomendagdes.

PALAVRAS-CHAVE

Capacitor Manobrado, Compensador Estatico, Controle Adaptativo, Desempenho, Otimizador de Ganho, Reator
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1.0 - INTRODUCAO

O Programa de Expansdo da Transmissao ciclo (2008 - 2012) da Empresa de Planejamento Energético (EPE)
definiu através de estudos de planejamento da expansdo da transmissdo o conjunto de obras necessarias ao
sistema elétrico brasileiro no horizonte de cinco anos, remetido ao Ministério de Minas e Energia e a ANEEL como
recomendag¢do para ser objeto de leildo de concesséo.

Para a regido Norte do Brasil, o referido programa definiu a instalagdo da interligacdo Tucurui-Macapa-Manaus,
composta por 1490km de linhas de transmissao em 500kV, conectando Tucurui a Manaus (Lechuga), com quatro
subestacdes intermediarias (Xingu, Jurupari, Oriximina e Silves) e por 339km de linhas de transmissédo em 230kV
de Jurupari a Macapda, com uma subestagdo intermediaria em Laranjal, utilizando estruturas de circuito duplo em
corrente alternada. A referida interligagcao permitird a integracéo dos sistemas que alimentam a Regido Amazonica,
atualmente operando isolados e supridos principalmente por usinas térmicas a 6leo e gas, ao Sistema Interligado
Nacional.

O inicio da operacdo do referido sistema é previsto para outubro de 2011 e sua capacidade inicial serd de
1730MW, podendo ser expandido até 2530MW. A previsdo de demanda dos sistemas isolados a serem supridos
por este empreendimento em 2012 é de 1400MW, atingindo 1900MW em 2017. Sua operacdo permitira uma
reducéo significativa na queima de combustiveis fésseis e na emissdo de CO; na atmosfera de cerca de um milhdo
de toneladas por ano.

O sistema de transmisséo aqui descrito foi dividido em trés lotes, objeto do leildo ANEEL 004/2008, conforme
mostrado na Figura 1, onde as atuais subestacfes de Silves e Lechuga sé&o identificadas como Itacoatiara e Cariris,
conforme original do Edital da ANEEL (1). O lote C, formado pelas linhas Oriximina-Silves e Silves-Lechuga, além
das subesta¢fes 500/138kV Silves e 500/230kV Lechuga, teve como vencedor o Consércio Manaus Transmissora
de Energia (MTE), formado por Abengoa, Chesf e Eletrobras Eletronorte. Para permitir o atendimento aos critérios
de planejamento e procedimentos de rede, serdo instalados bancos de capacitores série em todos os trechos das
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linhas de 500kV e um compensador
estatico (CE) de poténcia reativa (-200 a
+300Mvar, 500kV) na subestacdo de
Silves. O referido compensador possui
tensdo secundaria 20kV, onde estdo
conectados dois reatores controlados a
tiristores  (RCT), dois  capacitores
manobrados a tiristores (CCT) e dois
filtros tipo single-tunned sintonizados na
quinta harmdnica (STF). O seu sistema de
controle em malha fechada é puramente
digital e adaptativo, o que garante elevado
grau de disponibilidade e uma resposta

constante para todas as configuracdes da sy I L% =

rede elétrica contempladas no projeto. A ;;’f".'" — — zeee
Além disso, redundancia é aplicada ao o = =
sistema de controle, incluindo as placas FIGURA 1 — Composigéo dos Lotes do Sistema de
de interface E/S. Transmisséo Tucurui-Macapa-Manaus (1)

A proposta deste IT é apresentar a

primeira etapa dos testes em simulador em tempo real (RTDS™) realizados nos laboratérios do Fabricante para
avaliacdo do desempenho do CE Silves, analisando-se os principais resultados obtidos. Para tal, os painéis reais
de controle do CE Silves sdo conectados a um simulador digital em tempo real, onde é representada a rede elétrica
e a partir dai, sdo realizados testes funcionais e simulacdes de pequenas perturbagbes (degraus na tensédo de
referéncia) e grandes perturbagbes (curtos-circuitos, manobra de linhas, energizacdo de transformador, etc), com
base nas quais é avaliado o desempenho dinamico do compensador.

A presenga do CE Oriximina (-200 a +300Mvar, 500kV) no lote B do sistema Tucurui-Manaus requer especial
atencdo neste caso, tendo em vista a proximidade elétrica do CE Silves. Simulagfes de aplicacédo de distarbios na
regido de influéncia comum a ambos os compensadores devem também ser realizadas, visando assegurar que
estes respondem de forma satisfatoria, sem a presenca de oscilagdes ndo amortecidas entre os seus controles.

2.0 - COMPENSADOR ESTATICO DE SILVES

O CE Silves é conectado a barra de 500kV da referida subestac@o através de um banco de transformadores
500/20kV-300MVA, unidades monofasicas, ligacdo estrela aterrada/delta, com uma unidade reserva. Este

500 kv equipamento é composto por dois
B J = reatores controlados a tiristores (RCT)
a de 148Mvar, dois capacitores

manobrados a tiristores (CCT) de

| 139Mvar e dois bancos de filtros
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RCT e o chaveamento dos CCT,
combinados com a contribuicdo dos
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20kV através da respectiva chave
seccionadora. A seguir, sdo descritas
as funcbes de controle mais
relevantes do CE Silves.

FIGURA 2 — Diagrama Unifilar Simplificado do CE Silves (2) 2.1 Modos de Controle Automatico e
Manual

Conforme estabelecido em (2), em condi¢cdes normais de operacdo, o CE Silves devera operar no modo de
controle automatico de tenséo, que consiste de um sistema em malha fechada que efetua o controle da tenséo de
seqliéncia positiva da barra de 500kV com base em uma estrutura proporcional-integral (Figura 3). O sinal de saida
deste controlador é a susceptancia equivalente do CE, Bsyc que multiplicada pela tensdo medida, fornece um sinal
equivalente a corrente do CE. Este sinal, multiplicado pelo ajuste do slope, cujo valor pode variar de 0,1 a 10%,
conforme especificagdo, quando adicionado a tensdo de entrada, produz a desejada inclinagdo na curva tensao x
corrente do CE Silves (2). No modo de controle manual, o compensador opera em malha aberta. O valor desejado
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de poténcia reativa de saida é ajustado manualmente por meio da estacdo de trabalho do operador, através da
variagdo da susceptancia equivalente calculada na barra de 500kV
Al 'I*' = de Silves.
.

g

Com He:gs_"ing mas - N Pl o
cirouit N Regulator 2.2 Otimizador do Ganho
E

Para atendimento aos requisitos de performance especificados (4),
(5) um esquema otimizador de ganho foi proposto para o CE
Silves. Este esquema funciona com base na aplicacdo de
pequenos degraus de tensdo no somador de entrada do
controlador de tensdo (Figura 3) e na medicdo da variacdo da
Slon= susceptancia do CE na sua barra de 500kV (teste de ganho). Caso
FIGURA 3 — Diagrama de Blocos a variacdo da susceptancia seja superior a um valor pré-definido
Simplificado do Controlador de Tens&o (2)  em magnitude, o ganho do controlador de tens&o sera elevado ou
reduzido, conforme a polaridade do overshoot medido. Uma tabela
de ganhos, definida com base nos niveis maximo e minimo de curto-circuito trifasico calculados na barra de 500kV
do compensador, é utilizada para calculo do ganho otimizado. Esta técnica, originalmente denominada Gain
Scheduling, tem seus principios tedricos apresentados em (3).

2.3 Supervisor do Ganho

Condicdes de operagdo ndo previstas no projeto que implicassem em niveis de curto-circuito no 500kV da
subestacdo de Silves inferiores ao valor minimo especificado ou a reducdo da poténcia de curto-circuito do
sistema devido a abertura de linhas ou perda de geragdo, resultando em um ganho excessivamente elevado no
controlador de tensdo poderiam levar o compensador a apresentar comportamento oscilatério.

Para evitar este comportamento indesejavel, um esquema de supervisdo de ganho, que detecta a presenca de
oscilagBes superiores a determinada magnitude e duragdo € implementado no CE Silves. Este esquema, ao
detectar o comportamento oscilatério no sinal de saida do compensador, reduz o ganho do seu controlador de
tensdo, até que as oscilagBes que deram origem a sua atuacdo sejam adequadamente amortecidas. O referido
ganho permanecera neste valor reduzido até a realizagdo do préximo teste de ganho programado através do
otimizador de ganho, quando o mesmo voltara a ser elevado, caso a rede elétrica tenha retornado as suas
condi¢bes normais de operacao.

2.4 Modos Degradados de Operacéo

Em caso de defeito em um ou mais componentes do CE Silves, estes serdo isolados, conforme a seguir descrito e
em seguida, o sistema de controle avalia a possibilidade do retorno a operagdo com reducao na faixa de poténcia
nominal indutiva ou capacitiva do compensador, em um modo degradado de operagdo. Existem modos
degradados de operacdo permitidos, onde € possivel o atendimento as especificagdes do compensador e modos
proibidos, onde requisitos da especificagdo seriam violados e 0 equipamento ndo retorna a operagao.

O esquema de protecédo associado aos modos degradados opera conforme a seguir, em caso de falha em um ou
mais componentes do CE Silves.

Bloqueio dos pulsos de disparo de todas as valvulas de tiristores.

Abertura do disjuntor do 500kV.

Abertura das seccionadoras e ativacéo do relé de bloqueio do elemento defeituoso.

Avaliacédo pelo sistema de controle se o modo degradado resultante da perda do elemento defeituoso é

permitido.

e. Em caso positivo, o disjuntor de 500kV é fechado e o CE Silves retorna a sua operag¢édo com reduc¢do na faixa
de poténcia reativa indutiva ou capacitiva. O sistema de controle é ajustado automaticamente a nova
caracteristica temporaria do compensador.

f. Em caso negativo, o CE Silves permanece fora de operagdo até que o elemento defeituoso seja normalizado.

aoop

As possiveis conseqiiéncias de falha em um ou mais componentes do CE Silves séo listadas a seguir.

a. Falha de um ou dois CCT: O valor maximo da susceptancia capacitiva do CE é automaticamente reduzida pelo
controle e ndo ha modificacdo na sua susceptancia maxima indutiva.

b. Falha de um RCT: o valor maximo da suscepténcia indutiva do CE é automaticamente reduzida pelo controle e
ndo ha modificagdo na sua susceptancia maxima capacitiva.

c. Falha em um dos filtros: O valor maximo da susceptancia capacitiva do CE é automaticamente reduzida pelo
controle e ndo ha modificagdo na sua susceptancia maxima indutiva.

d. Falha de dois RCT: modo degradado ndo permitido, pois € necessaria a presenca de pelo menos um RCT
para permitir o controle continuo da susceptancia de saida do compensador. Neste caso, o disjuntor de 500kV
permanece aberto até a normalizac@o de pelo menos um RCT.

e. Falha em dois filtros: modo degradado ndo permitido, pois é necessaria a presenca de pelo menos um filtro
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para drenar os harmonicos produzidos por um RCT, uma vez que o outro, caso esteja disponivel, estara
sempre ou totalmente inserido ou totalmente bloqueado por estratégia de controle. Neste caso, o disjuntor de
500kV permanece aberto até a normalizagdo de pelo menos um filtro.

2.5 Manobra de Elementos Externos

Em atendimento a especificacdo, o CE Silves é capaz de efetuar de modo automatico a conexdo e a desconexao
de reatores e capacitores shunt externos. Encontra-se inserido neste esquema um reator de 200Mvar / 500kV
instalado na subestac&o Silves e é prevista a implementacdo de bancos da capacitores futuros. Tais elementos
podem também ser manobrados através da acé@o do operador. Maiores detalhes quanto a implementagdo desta
l6gica séo fornecidos em (2). Sua ativagéo por intermédio do controle do CE se da apenas quando o compensador
opera no modo de controle automéatico de tenséo.

3.0 - TESTES EM SIMULADOR DIGITAL EM TEMPO REAL (RTDS™)

Para a realizagdo dos testes de performance do CE Silves, com o0 objetivo de comprovar que o desempenho
dindmico do referido equipamento encontra-se em conformidade com os requisitos especificados, 0s seus painéis
de controle reais foram conectados ao simulador digital em tempo real (RTDS™), que inclui a representacao da
rede elétrica onde encontra-se inserido o compensador, além do seu transformador abaixador, RCT, CCT e filtros.
Trés tipos de rede foram utilizadas para a realizagdo dos estudos:

« Rede simplificada, composta por um equivalente de Thévenin em Silves 500kV, cuja impedéancia pode ser
variada de forma a reproduzir os niveis maximo (11000MVA - Sistema Forte) e minimo (2400MVA — Sistema
Fraco) de curto-circuito no 500kV da referida subestacdo, com relagdo X/R = 15. S&o representados o
compensador estatico de Silves, seu transformador e seus disjuntores, além de reatores e capacitores shunt
conectados no 500kV para a realizagdo de testes tais como do esquema de chaveamento de elementos
externos. Esta rede foi utilizada na primeira etapa dos testes, cujo objetivo principal foi testar a funcionalidade
intrinseca dos recursos de controle do compensador.

* Rede completa, com representacdo de linhas, capacitores série, reatores shunt, transformadores abaixadores
e cargas de 138kV (Oriximina e Silves) e 230kV (Lechuga), a partir de um equivalente de Thévenin em
Jurupari 500kV (Figura 4). O CE Oriximina (-200/+300Mvar, 500kV) integrante do lote B do sistema Tucurui-
Manaus, foi representado por um modelo tipico built-in do RTDS™, que ndo possui as caracteristicas
adaptativas provavelmente disponiveis no referido compensador. Esta rede sera utilizada na segunda etapa
dos testes, cujo objetivo é avaliar o desempenho dinamico do CE Silves.

* Rede degradada com operacao via Lechuga, considerando a nédo entrada em operacéo dos Lotes A e B com
poténcia de curto-circuito trifasica de 1000MVA em Silves 500kV e cargas de, respectivamente, 50% e 10% do
caso de minima poténcia de curto-circuito (2400MVA) em Silves e Lechuga. Esta rede foi estudada para
avaliar a possibilidade de energizacdo do Lote C a partir da subestagdo de Lechuga com o CE Silves em
operagdo em caso de atraso na entrada dos lotes A e B do sistema Tucurui-Manaus.

JURUPARI _ ORIXIMINA - = SILVES = - LECHUGA
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FIGURA 4 — Diagrama Unifilar Simplificado da Rede Completa Representada nos Testes em RTDS
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3.1 Testes de Funcdes de Seqiiéncia de Operacao
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Com o CE Silves conectado a rede simplificada descrita no item 3.0, séo testadas as seguintes fungfes relativas a
seqliéncia de operagéo do referido equipamento:

a. Funcg6es de intertravamento, que so liberam a partida do compensador caso, entre outras condi¢des, ndo haja
sinais de trip ndo resetados, o sistema de resfriamento das valvulas de tiristores esteja disponivel e pelo
menos um filtro e um RCT estejam disponiveis (operagdo em modos degradados validos).

b. Sequéncia de partida com um e dois filtros disponiveis.

c. Sequéncia normal de parada com poténcias de saida de 300Mvar capacitivos e 200Mvar indutivos.

d. Seqiéncia instantanea de parada por atuacao da protecdo com poténcia de saida de 300Mvar capacitivos.

e. Sequéncia de religamento e operagdo em modos degradados.

3.2 Testes de Insercdo e Bloqueio de CCT

Com o CE Silves conectado a rede simplificada descrita no item 3.0, séo testadas as seguintes fun¢@es relativas a
insercao e bloqueio dos CCT:

a. Insercdo dos CCT com seus capacitores descarregados.
b. Inserc&o dos CCT com seus capacitores carregados.
c. Bloqueio dos CCT.

3.3 Calibracdo da Curva de Susceptancia do Compensador

A curva da suscepténcia do CE Silves foi preliminarmente calibrada durante os testes objeto deste IT usando-se o0s
parametros nominais dos respectivos componentes. A verificagdo final da referida curva devera ocorrer em campo.
Para calibracdo da citada curva, o CE Silves opera no modo manual e a susceptancia de referéncia Brer €
suavemente elevada nos sentidos indutivo e capacitivo. A suscepténcia calculada (Bsyc = Qsvc / VRESPZ) é plotada
contra Brer, sendo obtida uma relagéo linear.

Qsvc = Poténcia reativa de saida do CE Silves. VRresp = Tensao de saida do controle do CE Silves.

Durante os testes, todas as possiveis condi¢cdes de operacdo do compensador séo verificadas, sendo algumas
destas listadas a seguir. Conforme registrado em (2), a desejada linearidade € obtida.

Todos os elementos do compensador disponiveis.
Um filtro e um TSC indisponiveis.

Dois TSC indisponiveis.

Um filtro e um TCR indisponiveis.

Um TCR e dois TSC indisponiveis.

P20 0T®

4.0 - TESTES DE RESPOSTA AO DEGRAU

4.1 CE Silves Ligado a uma Rede Simplificada

Na primeira etapa dos testes em RTDS, o CE Silves foi conectado através da sua barra de 500kV a uma
impedancia equivalente de Thévenin descrita no item 3.0, representando as condi¢cdes de sistema forte
(11000MVA) e sistema fraco (2400MVA). A Tabela 1 resume as simulagfes de aplicacéo de degrau realizadas. Em
todos os casos, um degrau positivo ha tensdo de referéncia do compensador foi aplicado em t =0,1seg e removido
emt =0,6 seg.

Tabela 1 — Ensaios de Resposta ao Degrau do CE Silves

Scc (MVA) | Vger (KV) | Ganho CE | Slope (%) | Degrau (%) Qce (Mvar) ABce (pu)
11000 494,0 4500 0,1 1,0 100 Indutivo -1,0a0,0
11000 4940 4500 0,1 2,0 100 Indutivo -1,0a0,0
11000 494,0 4500 5,0 2,0 37 Indutivo -0,4a0/4
11000 499,0 4500 10,0 2,0 0 0,0 a 0,47
11000 503,5 4500 0,1 1,0 100 Capacitivo 1,0a2,0
2400 478,9 1100 0,1 4,0 100 Indutivo -1,0a0,0
2400 478,9 1100 5,0 4,0 66 Indutivo -0,7a0,0
2400 498,6 1100 0,1 2,0 0 0,0 20,46
2400 498,6 500 50 50 0 0,0a0,83
2400 520,0 1100 0,1 2,0 100 Capacitivo | 0,98 a 1,41
2400 520,0 500 10,0 5,0 59 Capacitivo | 0,55a 1,18




O sistema otimizador de ganho foi desativado neste grupo de simulacdes, para evitar que a sua atuagdo durante a
aplicacdo do degrau interferisse na resposta do compensador. Os parametros de performance selecionados
conforme (4), (5) séo:

*  Sobreelevagdo Percentual (Overshoot - Mpt) ndo superior a 20%.
e Tempo de Subida (Tr) ndo superior a 30 mseg.
e Tempo de Estabilizagdo (Ts) ndo superior a 100 mseg.

Em todas as situacdes apresentadas na Tabela 1, o atendimento aos paradmetros de performance é obtido. O
parametro Ganho CE corresponde ao ganho integral do compensador. O ganho proporconal foi considerado igual a
zero nas  simulacdes
apresentadas na Tabela 1 File: ONT AKEU_S1PICNTEY 120100012 02,44;05 128300.0F3
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Os testes de aplicaggo de FIGURA 5 — Aplicacéo de Degrau de 4% no CE Silves (Scc = 2400MVA)

degrau com o CE Silves
conectado a rede completa, considerando inclusive a presenga do CE Oriximina, serdo realizados na segunda
etapa dos trabalhos relatados neste IT, programada para o primeiro semestre de 2011.

5.0 - TESTES DE FUNCOES DE CONTROLE

5.1 Supervisor de Ganho

Considerando o CE Silves operando na condicdo de rede forte (Scc = 11000 MVA), Qsvc = 200Mvar capacitivos,
Ganho = 5800, Vrer = 525kV, Slope = 5%, o nivel de curto-circuito em Silves 500kV é bruscamente reduzido para
2400 MVA. Devido ao elevado valor de ganho utilizado, adequado para o nivel de curto-circuito de 11000 MVA,
oscilagBes de magnitude superior a 10% da faixa total da suscepténcia do SVC surgem nos sinais de saida deste
equipamento. O supervisor de ganho detecta estas oscilagbes e reduz o ganho relativo do compensador
(REL_GAIN) a partir da terceira oscilacdo, até que as mesmas sejam amortecidas, comprovando o adequado
desempenho desta malha de controle (Figura 6).

S&o registrados na Figura 6 0s seguintes sinais do CE Silves:

*  Vgesp (pu): Tensédo de saida do controlador principal do CE Silves.

*  Brer (pu): Admitancia equivalente do CE Silves.

 REL_GAIN (pu): Ganho relativo do controlador principal do CE Silves (1.0 pu corresponde ao ganho nominal).
. ITSC21_AB, BC, CA e ITSC22_AB, BC e CA (kA): Correntes internas ao delta dos CCT 1 e 2.

« ITCR22_AB, BC, CA (kA): Correntes internas ao delta do RCT 2.
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A falta é eliminada em t = 0,6 seg, mas devido ao retardo de 50 mseg para desbloqueio (valor também usado
apenas para teste da funcionalidade), o compensador permanece no mesmo ponto de operacao por este intervalo
adicional e em seguida, volta a operar normalmente no modo de controle automético de tenséo (Figura 7).

Valores iniciais para os parametros deste esquema serdo definidos na segunda etapa deste estudo, considerando
o CE Silves conectado a rede completa. Resultados preliminares indicam como adequados os ajustes de 0,70 pu
para bloqueio, 0,75 pu para desbloqueio e retardo no blogueio e liberacdo do compensador de 20 mseg. N&o
obstante, os valores finais destes parametros deverdo ser definidos durante estudos pré-operacionais para o

sistema Tucurui —

S&o registrados na Figura 7 os seguintes sinais do CE Silves:

Manaus, considerando a presenca dos lotes A e B.
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curto de 1000MVA em Silves 500kV e carga equivalentes, respectivamente, a 50% e 10% dos valores utilizados no
caso de 2400MVA, rede completa, em Silves e Lechuga, considerando apenas o lote C em opera¢do. Como 0s
resultados independem da presenca do CE Oriximina, a referida andlise foi efetuada ja na primeira etapa dos testes
em RTDS™.,

Foram realizadas as seguintes simula¢gfes, com e sem a presenca do reator de barra de 200Mvar / 500kV na
subestacao de Silves:

a. Energizacdo do CE Silves.
b. Aplicacdo de falta 3F-T em Silves 138kV eliminada em 100mseg com rejei¢cdo total de carga naquela
subestacao.

Os resultados das simulagdes mostram que devido ao reduzido nivel de curto associado a esta configuracao,
inferior ao minimo especificado para operacdo do CE Silves, é possivel a sua operagdo na condigdo de rede
degradada, energizada por Lechuga e sem os lotes A e B em operacgdo, desde que atendida uma das seguintes
condi¢des a seguir listadas.

a. Com o reator de 200Mvar / 500kV de Silves em operacéo, o CE Silves podera operar no modo automatico
de controle de tensdo, com o otimizador de ganho habilitado.

b. Com o reator de 200Mvar / 500kV de Silves indisponivel, o CE Silves podera operar no modo automatico
de controle de tensdo, com ganho minimo e o otimizador de ganhos desabilitado.

c. Com o reator de 200Mvar / 500kV de Silves indisponivel e o otimizador de ganho desabilitado, o CE Silves
devera operar no modo de controle manual.

Deve ser lembrado que o otimizador de ganho pode ser habilitado ou desabilitado através da estagéo de trabalho
do operador.

6.0 - CONCLUSOES

a. Testes em RTDS utilizando os painéis reais de controle permitem que seja avaliado o desempenho de
equipamentos FACTS de forma completa e detalhada, abreviando de forma significativa os trabalhos de
comissionamento, uma vez que muitos dos testes realizados nesta etapa nao terdo de ser repetidos em
campo.

b. Os resultados da primeira etapa dos testes, considerando o CE Silves conectado a uma rede simplificada e
sem a presenca do CE Oriximina, integrante do lote B do sistema Tucurui — Manaus mostram que o
desempenho deste equipamento é satisfatorio e atende aos requisitos de especificagao.

c. A segunda etapa dos testes, considerando o CE Silves conectado a rede completa descrita ao longo deste
IT, bem como a presenca do CE Oriximina, sera realizada no primeiro semestre de 2011.

d. E possivel a energizagéo do lote C via Lechuga considerando os lotes A e B fora de operacéo e com a
presenca do CE Silves, desde que respeitadas as condi¢des recomendadas no item 5.3 deste IT.
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